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Elektrische Eigenschaften Electrical properties
Hodchstzuldssige Werte Maximum rated values
Periodische Vorwiérts- und repetitive peak forward off-state ty = —40°C ... 1j max Voam: VRAM 600, 800 \%
Rickwarts-Spitzensperrspannung | and reverse voltages 1000, 1200 A
1400, 1600 \4
1800 \%
Vorwadrts-StoBspitzenspannung non repetitive peak ty = —40°C ...ty max Vbsm = Vorm
forward off-state voltage
Riickwarts-StoBspitzenspannung non repetitive peak ty = + 25°C ...ty max VrsM = Varm + 100 A\
reverse voltage
DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert RMS on-state current lrrMsM 350 A
Dauergrenzstrom average on-state current tc = B5°C lravm 170 A
tc =68°C 223 A
StoBstrom-Grenzwert surge current t;=25°C, t,=10ms lrsm 5200 A
ty; = Limax tp = 10 Ms 4600 A
Grenzlastintegral [izdt-value ty=25°C, t,=10ms Jizdt 135000  A%s
b = tyj max tp = 10 Ms 106000 AlZs
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current | vp = 67% Vpawm, f, = 50 Hz (di/dt)er 150 Alus
v =10V, igw =1A, dig/dt =1 A/s
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage | ty = ty max., Vo = 7% Vprm (dv/dt)e, 1000 Vius
Charakteristische Werte Characteristic values
DurchlaBspannung on-state voltage ty; = tyj max, it = 600 A VT max. 1,656 V
Schleusenspannung threshold voltage tyj =tyj max Vrro) 09 V
Ersatzwiderstand slope resistance tyj = tyj max rT 1 me
Z{ndstrom gate trigger current ty=25°C, vp=6V lat max. 200 mA
Ziindspannung gate trigger voltage tyi=25°C, vp =6V Vat max. 2 A\
Nicht zindender Steuerstrom gate non trigger current tyj=tymax VD=6V lan max. 10 mA
Nicht ziindende Steuerspannung gate non trigger voltage tyj = tyj max: Vo = 0,5 Vorm Vap max. 02 V
Haltestrom holding current 1,i=25°C, vp=BV,R\=5Q Iy max. 300 mA
Einraststrom latching current ty = 25°C, Vp =6V, Rak=10 Q I max. 1,2 A
iam =1A, dig/dt = 1 Alus, ty =20 ps
Vorwérts- und Rickwérts- forward off-state and tyj =ty max» VD = VDRM, VR = VARM ip, iR max. 50 mA
Sperrstrom reverse currents
Zundverzug gate controlled delay time tyj = 25°C, ign =1A, dia/dt = 1 Alus tgg max. 3 us
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time siehe Techn. Erl./see Techn. Inf. tq typ. 250 us
Isolations-Prifspannung insulation test voltage RMS, f = 50 Hz, t = 1 min VisoL 3 kv
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance, 0 = 180°%el, sinus: pro Modul/per module Rinic max. 0,085°C/W
junction to case pro Zweig/per arm max. 0,17 °C/W
DC: pro Modul/per module max. 0,082°C/W
pro Zweig/per arm max. 0,164°C/W
Ubergangs-Warmewiderstand thermal resistance, pro Modul/per module Rinck max. 0,02 °C/W
case to heatsink pro Zweig/per arm max, 0,04 °C/W
Hochstzul. Sperrschichttemperatur | max. junction temperature tyj max 125°C
Betriebstemperatur operating temperature teop —40°C...+125°C
Lagertemperatur storage temperature tsig —40°C...+130°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
Si-Elemente mit Druckkontakt Si-pellets with pressure contact
Innere Isolation internal insulation AIN
Anzugsdrehmomente tightening torques
mechanische Befestigung mounting torque Toleranz/talerance + 15% M1 6 Nm
elektrische Anschlisse terminal connection torque Toleranz/tolerance + 5%/—10% M2 12Nm
Gewicht weight G typ. 800 g
Kriechstrecke creepage distance 17 mm
Schwingfestigkeit vibration resistance f=50Hz 5-9,81m/s?
MaBbild outline 8

Diese Module kénnen auch mit gemeinsamer Anode oder gemeinsamer Kathode geliefert werden.
These modules can also be supplied with common anode or common cathode.
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Bild/Fig. 1
DurchlaBverlustleistung eines Zweiges/On-state power loss per arm Pray
Parameter: StromfluBwinkel/current conduction angle 6
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Bild/Fig. 3

DurchlaBverlustlsistung eines Zweiges/On-state power loss per arm Py
Parameter: StromfiuBwinkel/current conduction angle ©
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Bild/Fig. 5

B2 — Zweipuis-Briickenschaltung/Two-pulse bridge circuit

Héchstzulassiger Ausgangsstrom lg in Abhangigkeit von der Umgebungs-

temperatur t,.

Maximum allowable output current l4 versus ambient temperature ta.

Parameter: Wirmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient Rinca
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Bild/Fig. 2
Héchstzuldssige Gehausetemperatur tc in Abhédngigkeit vom Zweigstrom
Maximum allowable case temperature tc versus current per arm
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Bild/Fig. 4

Héchstzuldssige Gehdusetemperatur tc in Abhéngigkeit vom Zweigstrom
Maximum allowable case temperature t¢ versus current per arm

2000
0,02 Rynca FCrw]

003 /
41600
11200 /

Prot W

020 \\ /
o -~ 400
30_1
040 S =
060 [
]
o 20 40 60 80 100 o] 100 200 300 400 500 600

TT170N 10 ta FCl — T4 [A] -

Bild/Fig. 6

B6 — Sechspuls-Brickenschaltung/Six-pulse bridge circuit

Hochstzuldssiger Ausgangsstrom g in Abhdngigkeit von der Umgebungs-

temperatur ta.

Maximum allowable output current |4 versus ambient temperature ta.

Parameter: Warmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient Rinca
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W1C — Einphasen-Wechselwegschaltung/Single-phase inverse parallel circuit
Hochstzuldssiger Strom laus in Abhéngigkeit von der Umgebungstemperatur ta.
Maximum allowable current Igys versus ambient temperature ta.
Parameter: Wirmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient Rinca
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Grenzstrom je Zweig Irovu bei Luftselbstklhlung, ty = 45°C und verstarkter
Luftkiihtung, ta = 35°C, Kihlkérper KP0,33S, vpy = 0.8 Vram-
Limiting overload on-state current per arm Iroyu at natural (ta = 46°C) and
forced (t, = 35°C) cooling, heatsink type KP0.338, vam = 0.8 Vagrm-
a — Belastung nach Leerlauf/current surge under no-load conditions
b — Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom lzaym
Current surge occurs during operation at limiting mean on-state current
rating ltavm
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Bild/Fig. 11
Zindbereich und Spitzensteuerleistung bei vp = 6 V.
Gate characteristic and peak gate power dissipation at vg = 6 V.
Parameter: a b c
Steuerimpulsdauer/Pulse duration tg |ms] 10 1 0,5 0,1
Héchstzulédssige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power wi 40 80 100 150

WS3C — Dreiphasen-Wechselwegschaltung/Three-phase inverse parallel circuit
Héchstzuidssiger Strom je Phase lams in Abhéngigkeit von der Umgebungs-
temperatur ta.
Maximum allowable current per phase Igys versus ambient temperature ta.
Parameter: Warmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/

thermal resistance case to ambient Rinca
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Sperrverzégerungsiadung Q; in Abhéngigkeit von der abkommutiesrenden
Stromsteilheit -di/dt bei t,; = tyj max: Va = 0,5 Vram, VRm = 0.8 Vraw-

Der angegebene Verlauf ist giltig fiir 90% aller Elemente.

Recovered charge versus the rate of decay of the forward on-state current
~di/dt at tj = t max: YR = 05 Vaam, Vam = 0.8 Vaam.

These curves are valid for 90% of all devices.

Parameter: DurchlaBstrom iry/On-state current ity
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Bild/Fig. 12
Zindverzug/Gate controlled delay time tgq,
DIN 41787, t, = 1us, t,; = 25°C.
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Bild/Fig. 13
Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig Zihyic-
Transient thermal impedance per arm Z,, ¢, junction to case.
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Transienter innerer Warmewiderstand je Zweig Zgnyc.
Transient thermal impedance, junction to case, per arm Zihyic-

Pos. n 1 2 3 4 5
Rnn [°C/W] | 0,0039 0,0097 0,0291 0,0552 0,0661
7n [8] 0,0008 0,008 0,085 0,54 2,85
Pmax
Zywe = Z Rin (1—€ t""")
n=1

Transienter Wérmewiderstand Zy,c pro Zweig fir DC.
Transient thermal impedance Zy,,c per arm for DC.
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